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Аннотация. Монокристаллы FeIn3S5.5 были выращены методом Бриджмена (вертикальный 

вариант). Состав выращенных монокристаллов определяли с помощью микрозондового 

рентгеноспектрального анализа. В качестве анализатора рентгеновского спектра использо-

вали рентгеновский спектрометр «Cameca-SX100». Структуру и параметры элементарной 

ячейки полученных монокристаллов устанавливали рентгеновским методом. Дифракто-

граммы записывали на автоматически управляемом с помощью ЭВМ рентгеновском ди-

фрактометре ДРОН–3М в CuK – излучении c графитовым монохроматором. 
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Введение. Тройное соединение FeIn2S4 относится к классу магнитных полупроводников 

типа MBIII
2C

VI
4 (M – Mn, Fe, Co, Ni; BIII – Al, Ga, In; CVI – S, Se, Te), In2S3 – к группе дефектных 

полупроводников с концентрацией вакансий в катионной подрешетке ~ 33 %. Указанные соеди-

нения являются перспективными материалами для создания на их основе светодиодов линейно-

поляризованного излучения, дисплеев, электрооптических модуляторов, фотопреобразователей 

солнечного излучения с высоким КПД ( > 18%) [1-5].  

Монокристаллы FeIn3S5.5 были выращены методом Бриджмена (вертикальный вариант). 

Основная часть. Поэлементный состав выращенных монокристаллов FeIn3S5.5 определяли 

с помощью микрозондового рентгеноспектрального анализа на установке «Cameca-SX100». От-

носительная погрешность определения компонентов составляла ±5%.  

При исследовании структуры монокристаллов FeIn3S5.5 была использована следующая схе-

ма опыта для наблюдения дифракции рентгеновских лучей. Угловые положения линий дифрак-

ционного спектра записывали на рентгеновском аппарате ДРОН-3М в CuK -излучении с графи-

товым монохроматором. Запись дифрактограмм проводили с изменением значений двойных уг-

лов отражения 2 со скоростью 0,5 град/мин. Рентгеновские исследования проводили на образ-

цах, полученных растиранием кристаллов. Для снятия механических напряжений, возникающих 

при растирании кристаллов, проводили их отжиг в вакууме при температуре 650 К в течении 2 ч.  

Дифрактограмма твердого расствора Fe0.4In2S3.4 представлена на рисунке 1. 

 

 

Рисунок 1 – Дифрактограмма твердого раствора Fe0.4In2S3.4 

Результаты рентгеновского анализа твердого раствора Fe0.4In2S3.4 приведены в таблице 1.  

 

Таблица 1 – Результаты рентгеновского анализа твердого раствора Fe0.4In2S3.4 

2θ, град d, Å I/I0, % hkl 

14,28 6,1970 16,7 111 
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Продолжение таблицы 1 

23,44 3,7935 20 220 

27,55 3,2372 100 311 

28,79 3,0994 16,4 222 

33,35 2,6844 63,4 400 

41,15 2,1912 9,8 422 

43,74 2,0678 54 511, 333 

47,87 1,8993 100 440 

50,16 1,8168 14 531 

54,02 1,6963 8,5 620 

56,07 1,6388 17,3 533 

56,94 1,6158 8 622 

59,69 1,5478 12 444 

64,88 1,4363 7 642 

67,00 1,3955 18 731 

70,21 1,3396 9 800 

76,94 1,2383 13 751 

79,93 1,1992 24 840 

86,22 1,1270 9 931 

89,47 1,0945 16 844 

 

Относительная погрешность в определении параметров элементарных ячеек полученных 

соединений не превышала 0,05 %. 

Заключение. Результаты микрозондовых рентгеноспектральных измерений показали, что 

содержание элементов в выращенных монокристаллах ([Fe] : [In] : [S] =  6.74 : 34.86 : 58.43) хо-

рошо согласуется с заданным составом в исходной шихте ([Fe] : [In] : [S] =  6.90 : 34.48: 58.62). 

На представленной дифрактограмме (рис. 1) присутствуют индексы отражений, характер-

ные для кубической структуры шпинели. Разрешение высокоугловых линий на указанной ди-

фрактограмме свидетельствует о гомогенности выращенных монокристаллов FeIn3S5.5. Параметр 

элементарной ячейки, рассчитанный методом наименьших квадратов равен а=10.71  0.01Å. 
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Annotation. FeIn3S5.5 single crystals were grown by the Vertical Bridgman method. The composi-

tion of the grown single crystals was determined using X-ray spectroscopy analysis. An X-ray 

spectrometer «Cameca-SX100» was used. The structure and parameters of the unit cell of the ob-

tained single crystals were determined by X-ray method. The diffractograms were recorded on a 

DRON–3M X-ray diffractometer automatically controlled by a computer in CuK-radiation with a 

graphite monochromator. 
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